/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

TH 1002

MICROWAVE NPN POWER TRANSISTOR FOR CLASS C OPERATION

TRANSISTOR NPN HYPERFREQUENCE DE PUISSANCE, CLASSE C

Grunss - )

— Gold metallizations

— Glass passivated structure }—> high reliability

— Hermetical ceramic package.

— Emitter ballast resistors — severe impedance mismatch

~— Auto-aligned structure — high characteristics
reproductibility

APPLICATIONS
" Telecommunications up to 1 GHz frequency band.

(

= 1 GHz
POUT = 2w
Gp = 10 dB
e = 50 %
vee = 28 V

Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
681

PARTICULARITES ( )
— Meétallisations “Or”
— Structure passivée — haute fiabilité
— Boitier céramique hermétique
— Reésistances ballast d'émetteur ~—» bonne tenue au ROS
— Structure auto-alignée — bonne reproductibilité
des caractéristiques
APPLICATIONS
Te icati I; fr ji ‘ 1 GH.
élécommunications dans la bande de fréquences Jusqua iz Case CB-294 (2502LFLIFLM)
Boitier | CB-311 (.2502L/2LM)
AN J .

- . . - —
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Symbols Values Units
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Emitter-base (d.c.) voltage VEBO 3 v
Tension continue émetteur-base
Collector-base (d.c.) voltage VCBO 45 v
Tension continue collecteur-base
Collector-emitter (d.c.) voltage v
Tensi . " CES 45 v
Collector (d.c.) current ic 0.4 A
Courant continu de collecteur !

Storage and junction temperature range Tstg — 65 — + 200 °C

Températures extrémes de stockage et de jonction Tj — 55 — + 200 °C Y,

\_ -
Thermal resistance (junction-case) Rith(j-c) 20 CW
Résistance thermique (jonction-boitier)
° October 1980 - 1/4

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 ) THOMSON-CSF
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE * COMPOSAN



TH 1002

STATIC CHARACTERISTICS at tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES & tamb = 25°C

Values N
Symbols min. vp. max. Units Test conditions
V(BR)EBO 3 * v E= 1mA
V(BR)CBO 45 v Ic= 10mA
V(BR)CES 45 v Ic= 10mA
IcBo 1 mA vcg=28 V
HFE 10 120 ic= 100 mA VCE= 5V
C22b 3 pF vcB=28 V f= 1MHz
DYNAMIC CHARACTERISTICS at tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES & tamb = 25°C
Values
Symbols min. typ. max. Units Test conditions
Pout 18 2 w f= 1GHz vcc= 28 V PIN = 0,2W
Gp 9,5 10 d8 f= 1GHz "vVee= 28V PIN=02W
% 45 50 % f= 1GHz VCC = 28 V PIN = 02W
CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER
CB-294 .2502LFL/FLM) CB-311 .zsozuzLM)
BMH 75 a BMH 75 b
200
206 ) 275 ot
;;: 17,4 min, 305
H .7
# 63
/4 X' A ]
N4 N ] 1
48

6.5 T 148
175 r

14.08 > 3.75

14.45 475

17.4 min.

Dimensions in millimeters

214

145
175

32

38
375
475




TH 1002

Pout W)
s VeC =28V
P — ]
'\'\‘ ’
— =
—— Tt [PIN=03 W
—
2 . T ——t— PIN=02 W
- [~ PIN =0,15 W
I
[ —— PIN =01 W
1
f (GHz)
o ]
o 95 [ o7 [ 9 '
Fig. 1 - Output power versus frequency (typical values).
e (%)
80
» vec=28V
~
%0
S0
40
0
20
10
T (GHz)
o I
op a5 08 o L L '
Fig. 2 - Collector efficiency versus frequency (typical values).
POUT (%)
100
/‘/
-~
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40
20
; vee
, | ]
20 2 24 26 2

Fig. 3 - Relative output power versus collector voltage.
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> THOMSON-CSF TH 1005

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS -
MICROWAVE NPN POWER TRANSISTOR FOR CLASS C OPERATION

TRANSISTOR NPN HYPERFREQUENCE DE PUISSANCE, CLASSE C

( : ) )
FEATURES ( f 1 GHz

— Gold metallizations }
—

— Glass passivated structure high reliability Pour = 66 W

— Hermetical ceramic package

— Emitter ballast resistors — severe impedance mismatch G - "‘2 a8

— Aute-aligned structure —+  high characteristics . P ’
reproductibility

T = 52 %

APPLICATIONS vce = 28 V
Telecommunications up to 1 GHz frequency band. \_ J

PARTICULARITES ( \

— Meétallisations “Or"”

— Structure passivée — haute fiabilité

— Boitier céramique hermétique

— Reésistances ballast d'émetteur ~—~ bonne tenue au ROS

— Structure auto-alignée — bonne reproductibilité
des caractéristiques

APPLICATIONS
Télécommunications dans la bande de fréquences jusqu'a 1 GHz

S\ J

Case . [ CB-294 (.2502LFL/FLM)
Boitier * | CB-311 (.2502L/2LM)
\—

\—

(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

val '
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION Symbols alues Units

Emitter-base (d.c.) voltage

V] 3 v
Tension continue émetteur-base EBO

Collector-base (d.c.) voltage VCcBO 45 v
Tension continue collecteur-base

Collector-emitter (d.c.) voltage

Vi 45
Tension conti . CES \

Collector (d.c.) current Ic 12 A
Courant continu de collecteur ’

Storage and junction temperature range Tstg — 65 — + 200
C pé émes de stockage et de jonction T — 55 — + 200

88

Thermal resistance (junction-case) Rth(j-c) 8 CIW
Résistance thermique (jonction-boitier)

October 1980 - 1/4

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 "\ THOMSON-CSF
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél.: (1) 788-50-01 Telex : 610560 F COMPOSANTS



TH 1005

STATIC CHARACTERISTICS at tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES & tamb = 25°C

Values
Symbols min. wp. max. Units Test conditions
V(BR)EBO 3 . v IlE= 3mA
V(BR)CBO 45 \ ic= 30mA
V(BR)CES 45 v Ic= 30mA
IcBO 3 mA veB=28 V
HFE 10 120 Ic= 250mA VCE = 5V
C22p 55 pF vcp=28 V f=1MHz
DYNAMIC CHARACTERISTICS at tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES & tamb = 25°C
Values
Symbols min. typ. max. Units Test conditions
Pout 5 6.6 w f= 1GHz vcc= 28V PIN=05W
Gp 10 11,2 dB f= 1GHz Vcec= 28v PIN=05W
N 50 52 % f= 1GHz vcc= 28V PIN=05W
CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER
CB-294 (2502LFL/FLM) CB-311 (2502U2LM)
BMH 75 a BMH 75 b
200
206 275 e O:1
2735 17.4 min 0.1 3.05
3,05 |
57
# 63
Ve e
s /an\Wa- H
N Y ] |
m 4.2 4.
Le2 32 min el as a8
6.5 :;: 1 175
0. 3.2 __r 17.4 min. | 22
0.9 38 a8
14.05 375 375 1, .
14.45 475 1 475

Dimensions in millimeters

2/14




TH 1005

i Poutr W)
] vee = 28V
—
BT ]
— ] — T~ Pnio7 W
P— — T T
N T s PIN=.05 W
1
PIN=04 W
—]
: -
PIN = 025 W
= |
f (GHz)
. |
s [ [ [ [ a9 1
Fig. 1 - Output power versus frequency (typical values).
N (%)
® |
o VCC =28
o p———
S0
40
30
20
1 T(GH2)
o
oA as as o7 [Y) (Y '

Fig. 2 - Collector efficiency versus frequency (typical values).

oo FOUT (%)
=
0 //
—
80 //
40
20
- vee (v
° 20 2 24 26 28

Fig. 3 - Relative output power versus collector voltage.
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/) THOMSON-CSF TH 1010

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS B : - .
MICROWAVE NPN POWER TRANSISTOR FOR CLASS C OPERATION

TRANSISTOR NPN HYPERFREQUENCE DE PUISSANCE, CLASSE C

f - ) ( )
FEATURES f = 1 GHz

— Gold metaliizations

— Glass passivated structure }—> high reliability Pout = 12 w

— Hermetical ceramic package

— Emitter ballast resistors — Ssevere impedance mismatch G _ 10,8 dB

— Auto-aligned structure —» high characteristics P - .
reproductibility

e = 64 %

APPLICATIONS : vce = 28 Vv .
Telecommunications up to 1 GHz frequency band. \_

PARTICULARITES ( \

— Meétallisations “Or”

— Structure passivée } haute fiabilité

— Boitier céramique hermétique

— Reési: es ballast d'é ~— bonne tenue au ROS

— Structure auto-alignée — bonne reproductibilité
des caractéristiques

APPLICATIONS

Télécommunications dans la bande de fréquences jusqu'a 1GHz
Case . | CB-294 (-2502LFL/FLM)

Boitier 1 CB-311 (.2502L/2LM)

\__ J

)
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) )
ﬁ/ALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION Symbols Values Units

Emitter-base (d.c.) voltage

V] . v
Tension continue émetteur-base EBO 3

Collector-base (d.c.) voltage

Vi 45
Tension continue collecteur-base ceo ! -V

Collector-emitter (d.c.) voltage

Tension continue collecteur-émetteur Vces 45 v

Collector (d.c.) current
Courant continu de collecteur

Storage and junction temperature range Tstg — 65 — + 200

88
—

Températures extrémes de stockage et de jonction Tj — 556 — + 200

\—

Thermal resistance (junction-case) Rth ) 5 oCw
Résistance thermique (jonction-boitier)

October 1980 - 1/4

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 PA) m_csf
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE *
Tél.: (1) 788-50-01 Telex : 610560 F COMPOSANTS

689



TH 1010

STATIC CHARACTERISTICS at tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES & tamb = 25°C

Values
Symbols min. vp. max. Units ) Test conditions
V(BR)EBO 3 ~ v IE= 5mMA
V(BR)CBO 45 v Ic= 50mA
V(BR)CES 45 \ Ic= 50mA
iceo 5 mA vep=28 V
HFE 10 120 Ic = 500 mA VCE= 5V
C22b 8 pF vce=28 V f= 1MHz

DYNAMIC CHARACTERISTICS at tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES a tamb = 25°C

Values
Symbols min. typ. max. Units Test conditions
Pout 10 12 w f= 1GHz vcc= 28V PN= 1W
Gp 10 10,8 dB f= 1GHz vcc= 28V PIN= 1W
c 60 64 % f= 1GHz vec= 28V PIN= 1W
CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER
CB-294 (2502LFL/FLM> CB-311 .2502U2LM)
BMH75a BMH 75 b
.0
20.6
17,4min 0.1 2 A
3.05
I} ]
.7,
83
) 1
A TN A » I
A N H I
] 4,
L2 2 min. :: YY)
* | | o
X 3.2 ‘_’ 17.4 min. | 3.2
09 3.8 38
=3 Yirn a7s

Dimensions in millimeters

2/4
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PoyT (W)
[ ]
T
- VeC = 28V
— 1
a [——] o — PIN=1 W
[ ——t—
0 - s e N PIN=075W
—
]
PiN =05 W
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1(GRz)
os 9s 98 o7 L] [ '
Fig. 1 - Output power versus frequency (typical values).
e (%)
80
vee = 28
o
[
S0
40
0
20
10 —
(GHz)
° |
op 9s as o7 o [ '
Fig. 2 - Collector efficiency versus frequency (typical vaiues).
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100
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Y THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

TH 2001

MICROWAVE NPN POWER TRANSISTOR FOR CLASS C OPERATION
TRANSISTOR NPN HYPERFREQUENCE DE PUISSANCE, CLASSE C

r FEATURES

— Gold metallizations

— Glass passivated structure 3 —s- high reliability

— 'Emitter ballastresistors =~ —s - Severe impedance mismatch

— Auto-aligned structure —» high characteristics
reproductibility

APPLICATIONS
Telecommunications up to 2 GHz frequency band.
.

PARTICULARITES
— Meétalfisations “Or"
— Structure passivée }
—_ Bomer céramique hetmérlq
ballast -— bonne tenue au ROS
bonne ibilité

—_ Slrucfure auto-ahgnée —_—
des caractéristiques

— haute fiabilite

APPLICATIONS
Teélécommunications dans la bande de fréquences jusqua 2 GHz

~

(

\. J

)
f = 2 GHz

Pout 11 W

.

Gp 74 dB
e

vce

40 %

8 v J

Case
Boitier
N

CB-294 (.2502LFL/FLM)
CB-311 (.2502L/2LM) J

(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Symbols

Values Units

Emitter-base (d.c.) voitage
Tension continue émetteur-base

VEBO

Collector-base (d.c.) voltage
Tension continue collecteur-base

vceo

Co”ectommmer (d. c ) vonage
Tension

VCES

Collector (d.c.) current
Courant continu de collecteur

Storage and junction temperature range

\Tampéfarures extrémes de stockage et de jonction

8 e
g8 .

i

Thermal resistance (junction-case)
Gésistancoﬂpmique(/bncﬁon-boitier)

Rih(j-c)

3
8
2

—/

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.v 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F



TH 2001

STATIC CHARACTERISTICS at tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES & tamb = 25°C

Values
Symbols min. yp. max. Units Test conditions
V(BRIEBO 3 b v lE= 1 mA
V(BR)CBO 45 v ic= 10 mA
V(BR)CES 45 v Ic= 10 mA
Iceo 1 mA veg= 28V
HFE 10 120 Ic= 100 mA VCE= 5V
C22p 3 pF veg= 28V t=1MHz
DYNAMIC CHARACTERISTICS at tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES & tamb = 25°C
Values
Symbols min. typ. max. Units Test conditions
POUT 1 1.1 w f= 2GHz vcc= 28V PiN = 0,2W
Gp 7 7.4 dB f= 2GHz vcc= 28V PIN =02W
ne 37 40 % f= 2GHz vce= 28V PIN = 02W
CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER
CB-294 .2502LFL/FLM) CB-311 (2sozu2LM)
BMH75a BMH 75 b
- 200
206
01 o '1‘ 21

7, 2.4min
3.05
! |

]

Wany

6.5 145

4.2
4.8

. 32
09 38
14.05 37
14.45 475

2/4

Dimensions in millimeters

145

175

32

38

475




POUT (W)
2,5 T T
~ o L 1L VCC = 28 V.
2 2.3 W
PN < 0,2 P~
\\VL
I e LTI oy R
’ P I;q ! —— —— -
. :_0.1 w, e~ —~—
0,5
f (GHz)
0 | |
1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Fig. 1 - Output power versus frequency (typical values).
e (%)
0 T \J -
vVce = 28 VH
70 CC
60
50
40
30
20
10
0 t (GHz)
1 1,2 1.4 1,6 1,8 2
Fig. 2 - Collector efficiency versus frequency (t);pical values).
POUT (%)
L1
//
80 ——
60 —
40
20
vce (V)
0 L1 1
20 22 24 26 28

Fig. 3 - Relative output power versus collector voltage.

TH 2001
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/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

TH 2003

MICROWAVE NPN POV;ER TRANSISfOﬁ FOR CLASS C OPERATION

TRANSISTOR NPN HYPERFREQUENCE DE PUISSANCE, CLASSE C

( FEATURES

— Gold metallizations

— Glass passivated structure }—-» high reliability

— Hermetical ceramic package

— Emitter ballast resistors —+ severe impedance mismatch

— Auto-aligned structure — high characteristics
reproductibility

APPLICATIONS
Telecommunications up to 2 GHz frequency band.

PARTICULARITES

— Métallisations “Or”

— Structure passivée } p——

— Boitier céramique hermeétique

— Resistances ballast d'émetteur ~—» bonne tenue au ROS

— Structure auto-alignée — bonne reproductibilité
des caracteristiques

haute fiabilité

APPLICATIONS
Télécommunications dans la bande de fréquences jusqu'a 2 GHz

N

T

-

J

PouT =
Gp =
e =

vce =

33
8,2
40

28

)

-

Case

. | CB-294 (.2502LFL/FLM) J
Boitier " | CB-311 (.2502L/2LM)
\_

(Assow'rs RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Symbols

Values

Units

Emitter-base (d.c.) voltage
Tension continue émetteur-base

VEBO

Collector-base (d.c.) voltage
Tension continue collecteur-base

vcBO

Collector-emitter (d.c.) voltage
Tension conti Ml é

VCES

Collector (d.c.) current
Courant continu de collecteur

Storage.and junction temperature range

Temp drémes de stockage et de jonction
-

L4
+ o+

88

84

Thermal resistance (junction-case)
Rési thermique (jonction-boitier)

Rth(c)

CcwW

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE R
Tél.: (1) 788-50-01 Telex : 610560 F

2\

February 1981 - 1/4

THOMSON-CSF
COMPOSANTS



TH 2003

STATIC CHARACTERISTICS st tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES & lamb = 25°C

~ Values
Symbois min. we. max. Units Test conditions
V(BR)EBO 3 - v IE= 3 mMA
V(BR)CBO 45 v Ic= 30 mA
V(BR)CES 45 v IC= 30 mA
Icso 3 mA veB= 28 V
HFE 10 120 IC = 250 mA VCE =5V
C22p 55 pF Ve = 28V f=1MHz
DYNAMIC CHARACTERISTICS at tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 2 tamb = 25°C
Values
Symbois min. typ. max. Units Test conditions
Pout 3 33 w f= 2 GHz Voo = 28V PIN = 0,5 W
Gp 7.8 8.2 dB f= 2 GHz vcc= 28V PIN =05W
i a7 40 % f= 2 GHz vVcc= 28V PIN = 0,5W
CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER
CB-294 (2502LFL/FLM) CB-311 (2502L/2LM)
BMH75a BMH75b
e 200
206
V24 o 175 -

xS /an\Wa ]

D € -

-

Le2 Qarma. 42
s 1.

o3 I 175
32
09 38
14,03 375

14.45 475

17.4 min,

Dimensions in millimeters

2/4

1435

175

32

s

48




TH 2003

10 PouT (W) v
PIN=0,7W vVcc =28V
8 PIN=05W
: A PIN=04W
P — P =
= F~sPIN = 0.25 W
4 /"‘\ . Ry
4 S —— T
2 ' ‘ -~
f (GHz)
0 : L
1 1,2 1,4 16 1,8 2

Fig. 1 - Output power versus frequency (typical values).

c (%)
0 i

vVee = 28 V4
70 cC

60
50
40
30
20
10

0

f (GHz)
1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Fig. 2 - Collector efficiency versus frequency (typical values).

POUT (%)
00

40

Yc? (Y)-
20 22 24 26 28

Fig. 3 - Relative output power versus collector voltage.
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/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

TH 2005

MICROWAVENPN POWER TRANSISTOR FOR CLASS C OPERATION

TRANSISTOR NPN HYPEhFREOUENCE DE PUISSANCE, CLASSEC

( ‘ A
FEATURES
— Gold metallizations
— Glasspgsgh/atodmnmyre }—— high reliability
— Emitter ballast resistors = —» sévere impedance mismatch
— Auto-aligned structure — high characteristics
reproductibility
APPLICATIONS

Telecommunications up to 2 GHz frequency band.

e ™
f = 2 GHz
POuT = 55 W
Gp = 7,4 dB
T = 40 %
vee = 28 V J
\.

PARTICULARITES (

— Meétallisations “Or”

— Structure passivée } — haute fiabilité

— Boitier céramique hermétique

— Reésistances ballast d'émetteur ~—» bonne tenue au ROS

— Structure auto-alignée — bonne reproductibilité

des caractéristiques

APPLICATIONS

Télécommunications dans la bande de fréquences jusqua 2 GHz | cB-294(. FUFLM)
. Boitier * | CB-311 (.2502L/2LM)

\_ _/ \

(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) " W
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION Symbols Values Units
Emitter-base (d.c.) voltage VEBO 3 v
Tension continue émetteur-base
Coliector-base (d.c.) voitage Vv 45 v
Tension continue collecteur-base cBO
Coll -emitter (d.c.) voltag v
Tension continue collecteur-émetteur CES 4. v
Collector (d.c.) current Ic 2 A
Courant continu de collecteur
Storage and junction temperature range . . Tstg —~ 65 ~— + 200 °C
Tempérs émes de de j Tj — 55 — + 200 oC

7 ks ! J
Thermal resistance (junction-case) Rih(-c) 5 cw
Résistance thermique (jonction-boitier)

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5

F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE

Tél.: (1) 788-50-01 Telex : 610560 F 70
1

February 1981-1/4

%) THOMSON-CSF

col
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TH 2005

STATIC CHARACTERISTICS at tamb = 25°C

CARACTERISTIQUES STATIQUES & tamp = 25°C

. Values B
Symbols min. wp. max. Units Test conditions
V(BR)EBO 3 ~ v IE= 5 mMA
V(BR)CBO 45 v Ic= 50 mA
V(BR)CES 45 v Ic= 50 mA
Iceo 5 mA vcB= 28 V
HFE 10 120 Ic = 500 mA VCE= 5V
C22p 8 pF VcB = 28V f=1MHz
DYNAMIC CHARACTERISTICS at tamb = 25°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES a tamb = 25°C
Values
Symbols min. typ. max. Units Test conditions
POUT 5 55 w f= 2 GHz vcc= 28V PN= 1 W
Gp 7 7.4 daB t= 2 GHz vcc= 28V PIN= 1 W
e 37 40 % f= 2 GHz vcec= 28V PN=1W
CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER
CB-294 (2502LFUFLM) CB-311 (2502L/2LM)
BMH 75 a BMH 75 b
200
20.6
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Dimensions in millimeters
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Fig. 1 - Output power versus frequency (typical values).

"lc (%)
80

VCe = 28 V

70
60
50
40
30
20
10

0

f (GHz) 1
1 1,2 1.4 1,6 1.8 2

Fig. 2 - Collector efficiency versus frequency (typical values).
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Fig. 3 - Relative output power versus collector voltage.
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Fig. 4 - Smith chart



